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 چکیده 
ا     ماس ت    ی)راه ان اا    ماس ت    BULK-DRIVEN کی  تکن

درخواس  شاه  نییو توان پا نییبالک( با الزامات ولتاژ پا هیپا  قیطر

 یشود.به س ب  تکنول وژ   یمواجه م شرفتهیماار آنالوگ پ یدر طراح

،انتخ ا    یکانال کوت اه برران    راتیو تاث یکرونیم ری/  ینانومتر یها

مه   ب ه ن  ر     اریم اار ب     یطراح   یبرامناس   ماست  مال  کی

متع  ارب بر  ور معت  ول توس      ماس  ت   ی.اگرچه ،م  الهارس  ایم

(  ی  گ هی  پا قیا  طر ی)راه اناا   GATE-DRIVEN یکاربردها

 یو درس   ب را   حیبرور صر  تنای، قادر ن شونایم یراه اناا   یعاد

ک ار    ش رفته یپ یها یدر تکنولوژ  BULK-DRIVEN یکاربردها

ک ه   ماست   یمالها نیمقاله، سه تا ا  پرکاربردتر نی.در اناانجام ده

 یتکنولوژ یبراPSP,  و  BSIM, EKVا  موارد شامل  یاریدر ب 

 BULK-DRIVEN   یرده ا یکار یسا  هیو در شب شرفتهیپ یها

اطلاع ات دس تهاه    یری  . ان اا ه گ  یاستتاده شاه را استخراج کرده ا

   ه یمش خ  مقا  یم الها  یس ا   هیش ب  جیساخته شاه با نت ا  یها

و  هی  و تجز  هیمقا یبرا یبرران ماست   یا  پارامترها ی.برخشونایم

 یای  مزا یتجرب   جیانتخ ا  ش اه ان ا.نتا    ماس ت    یهایژگیو لیترل

بال ک( را   هی  پا  قیا  طر ی)راه اناا   BULK-DRIVEN کیتکن

 هی  پا قی  ا  طر ی)راه اناا  GATE-DRIVENبا روش   هیدر مقا

در  تاس ت   مختلت یعتلک رد م الها    ،ی  .در نهااهای( نشان م یگ

و   یم  اار آن  الوگ ب  ا دس  تورات عتل    یه  ا یف  راه  آوردن طراح  

 .شودیخلاصه م یدکاربر
 

 

 

 واژه های کلیدی

 بالک هیپا  قیا  طر   یراه اناا -گی   –ماست  
 

 

 مقدمه
ابع اد ان اا ه کان ال ،     نیبا ک اه  کتت ر   شرفتهیپ یها یدر تکنولوژ

 یدر طراح   یجنب ه برران    کی  تر به  نییپا هیبه منابع تغذ یابیدست

اار ولتاژ م یدر طراح یاساس  یشاه اس .مراود لیماار آنالوگ تبا

دس   ک      هیموجود اس  که منبع تغذ یطراح یروش شناس نییپا

ک کود  nو نوع   pآستانه نوع  یولتاژها ربا مجتوع مقاا یم او ایبا

راه ان اا ی ا    لی  متک ن،ا  قب  یه ا  کی  ا  تکن یبرخ نیباشا. بنابرا

 ج اد یا یطریق پایه بالک،  یرآستانه ، خودک کود و گی  ش ناور ب را  

 توسعه داده شاه انا. نیی در ماار آنالوگ با منبع  ولتاژ پاعتلکرد بالا

بالک( ک ه ا    هیپا  قیا  طر ی)راه اناا BULK-DRIVEN کیتکن

 ابخ یروش ام کیکنا،یاستتاده م هنالیس یبالک بعنوان ورود هیپا

در ساختار حاضر  رییباون تغ یشیبه عتلکرد افزا یابیدست یاس  برا

ب ه   ماس ت   بردن ت ابع   یبرا یتیقا   ماست کی ی[ .برا1]ماست  

باش ا.در مقاب ل،   vgs>vthاس   ک ه   یام  الز ودی  تر ای  اشباع  هیناح

در  یک ه ولت اژ کتت ر    اه ا یاجا ه م  BULK DRIVEN کیتکن

ش ود   ای  ولتاژ اشباع  تول  یاما هنو  در خروج ردیقرار به یورود هیپا

 یتبخشیماار ،عتلکرد رضا یدر طراح کیتکن نیا ی[ .هنهام اجرا2]

باس     ای  توانیم نییو ولت اژ پ ا   نییتوان پ ا  یخصوصا در کاربردها

 .ایآور

 یبرور قاب ل ت وجه   BULK-DRIVEN  کیتکن ریاخ یسالها در

ماارات بن ا   یآنها رو  شترین ر مرققان را به خود جل  کرده اس .ب

[   ، و 4] OTA[ ،3متترک ز ش اه ان ا.]    انی  جر نهیکناه هتچون آ

 یمالها  هیمقا یبر رو  یقبل یتلاش ها نیا  ا[ . گذشته 5] ک ریم

م  ال ب  ه  کی  در   GATE-DRIVEN یدر کاربرده  ا  ماس  ت  

در  یام ا اش کالات   نیمع یدر باس  آوردن  پارامترها ییایداشتن مزا

دان     نیبهت ر  نجای[ . تا ا7[]6بوده  اس  ] لیمتتا هرید یکاربردها

 هیش ب  یبرا  ست  ما  یمالها یبر رو یاصول لیو ترل هیتجز کیما 

مقاله م ا  ب رآن    نیارائه نااده اس .در ا  Bulk-drivenماار  یسا 

  Bulk-driven یکاربردها یبرا  ماست   یکه عتلکرد مالها  یشا

 جیو نت ا   یکن   یابی  را ار  08nmو    8,10μm   یها یدر تکنولوژ

 . یکن  هیشاه مقا یریاناا ه گ یشاه را با داده ها یسا  هیشب

 کی  در م ورد تکن  2.بخ  لی  متشکل شاه اس   ب ه ش ر       مقاله

Bulk-driven  3. بخ    کنایبرث م هیمال اول لیو ترل هیو تجز 

 ییک ارا  یابیار  لهیشاه را بوس یسا  هیشاه و شب یریاناا ه گ جینتا

باس   آم اه    4در بخ     جهی، نت  ی.در نهااهایدنبال شاه ارائه م

 اس .

 

 BULK-DRIVEN کیتکن
 یک ه ولت اژ ورود   ن  یا  BULK-DRIVEN کیتکن یقاعاه کل

کتت ر اس   ا      PMOS یبزرگتر اس  ا  صتر و برا NMOS یبرا

.بعلاوه ، اف   یک اه  خواه ا    نیولتاژ آستانه بر طبق ا نیصتر بنابرا

متص ل ک ردن    لهیقادر اس  بوس   BULK-DRIVEN  یکربنایپ

– GATE ر ب ا ط       ه یدر مقا BULK ن ال یب ه ترم  نییولتاژ پا

DRIVEN  هیمقال ه ش ب   نی  را فراه  کنا.در ا انیهتان مقاار جر 

  8,10μm یه ا  یدر تکنولوژ  ماست  عتلکرد  یریو اناا ه گ یسا 

 نیتر   هت    ک  ان یه ا ب ا ان اا ه کان ال     ماس ت   ،     08nmو  

   یس  ا  هیش  ب یب  ه ک  ار گرفت  ه ش  اه ان  ا. ب  را ک   انی یکربن  ایپ
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